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О согласии выступить ведущей организацией

Уважаемый Станислав Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 15.02.2023 № 20/524 подтверждаю согласие 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский 

институт») выступить ведущей организацией по диссертации Попова А.А. 

на тему «Построение моделей наногетероструктурных полевых транзисторов 

для усилительных и управляющих функциональных блоков СВЧ монолитных 

интегральных схем» на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальностям 1.3.5. -  «Физическая электроника» и 2.2.14. -  «Антенны, 

СВЧ-устройства и их технологии».

Соискатель и его научный руководитель не являются сотрудниками 

НИЦ «Курчатовский институт».

В НИЦ «Курчатовский институт» не ведутся научно-исследовательские 

работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или 

работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

Отзыв НИЦ «Курчатовский институт», составленный в соответствии 

с «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842
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(в действующей редакции), будет направлен в диссертационный совет не 

позднее 15 дней до защиты.

Необходимые сведения предоставляем, согласны на размещение этих 

сведений и отзыва на официальном сайте Вашей организации в сети 

«Интернет».

Приложение: Сведения о ведущей организации на 2 л.

С уважением,

Главный учёный секретарь Центра

М атюшина Наталья Л еонидовна 
8 (499) 196-71-00 (доб. 33-61) 
Захарченко Ирина Емельяновна 
8 (499) 196-71-00 (доб. 93-07)



по защите диссертации Попова А.А. «Построение моделей 
наногетероструктурных полевых транзисторов для усилительных и управляющих 
функциональных блоков СВЧ монолитных интегральных схем», представленной 

на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальностям 
«Физическая электроника» (1.3.5.) и «Антенны, СВЧ-устройства и их технологии»

(2.2.14.)

Сведения о ведущей организации

Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский 
институт»

Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации
Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

НИЦ «Курчатовский институт»

Подразделение Курчатовский комплекс перспективной 
атомной энергетики (ККПАЭ)

Почтовый индекс, адрес 
организации 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, 1

Веб-сайт http:// www. nrcki. ru
Телефон +7 (499) 196-33-61
Адрес электронной почты nrcki(a),nrcki.ru
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